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Abstract Hole traps in boron doped p-type Czochralski-grown 
(100) silicon wafers have been studied by deep-level transient 
spectroscopy. Three hol巴 trapsof Ev十O.10 eV (11)， Ev+0.42 eV (H2) 
and Ev+0.44 eV(H3) 日reobserved. Their concentration is in the 
range 1010_1013 cm-3. Trap H2， H3 日reann巴aledout in the 
temperature range 300.C-350.C. Trap Hl is probably associated 
iron-boron complex， since its hole thermal emission data coincide 
with those of iron-boron complex. lIow巴ver，the origins of t1'ap I2， 
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o e V) 3)， 4)、 トラップH2、H3は、それぞ
れ Brotertonら5)によって報告されている p型
シリコンに、 Au、Feを故意にドープした時に得
られるAu-F巴複合体 (Ev+O. 43 eV)、


























ウエーハAでは、まず、図 1 (a) においては、
Hl (E，+O目 10 e V) と名付けた 1つの正孔
トラップが、次に図 1 (b)においては、 H2 ( 
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( e ) では洗浄フoロセスを全て抜いてショットキー
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